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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(g) Verfahren zur Herstellung von Verformungssensoren mit einem Dehnungsmessstreifen sowie zur Herstellung 
von Dehnungsmessstreifen und Verformungssensoren sowie Dehnungsmessstreifen 

@ Es wird ein Verfahren zur Herstellung von Verfor- 
mungssensoren mit einem Dehnungsmessstreifen (30) 
vorgeschlagen, der elektrische Strukturen zur Detektion 
einer Verformung aufweist und auf einem Oberflachenab- 
schnitt des Verformungssensors aufgebracht ist. Erfin- 
dungsgemaft wird ein Oberflachenbereich eines Halblei- 
terwafers in einer vorgegebenen Dicke porosiziert. An- 
schlieSend werden auf der porosizierten Schicht zumin- 
dest ein Tell der zur Detektion einer Verformung notwen- 
digen elektrischen DMS-Strukturen einer Vielzahl von 
DMS-Strukturen aufgebracht und vom Halbleiterwafer an 
der porosizierten Schicht als Sollbruchstelle abgetrennt. 
Abschlieflend werden die abgetrennten DMS-Strukturen 
mit jeweils einem Oberflachenabschnitt von Verfor- 
■ mungssensoren verbunden. Gegenstand der Erfindung 
ist auch das Verfahren zur Herstellung der Dehnungs- 
messstreifen (30) sowie ein Verformungssensor und ein 
Deh nu ngsmessstreifen. 
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Beschreibung 

(00011 Die Erfindung bcLrifft cin Vcrfahrcn zur Hcrstcl- 
lung von Verformungssensoren mit Dehnungsmessstreifen 
sowie zur lierstellung von Dehnungsmessstreifen nach dem 5 
Oberbcgriff dcs Anspruchs 1 und eincn Vcrfonnungsscnsor 
sowie einen Dehnungsmessstreifen. 

Stand der Technik 

LO 

[0002] Fiir z. B. die Anwendung in Diesel Common-Rail 
Hinsprilzsystcmcn bcslcht cin Bcdarf an Vcrfonnungssenso- 
ren zur Druckmessung im Bereich bis zu ca. 2000 bar. 
Hierzu werden im Ailgemeinen Stahlzy Under mit einer 
Membranendflache mit voigegebener Dicke verwendet. Die 15 
Wolbung dieser Membran in Folge einer Druckbeauf^chla- 
gung wird im Ailgemeinen durch Dehnungsmessstreifen 
(DMS) vorzugsweise resistiv erfasst, die geeignet auf der 
Membran aufgcbracht sind. 

10003] Fur die Herstellung der DMS sind zwei verschie- 20 

dene Verfahren denkbar: 

Enlweder direklc Herstellung der DMS auf der Slahlniein- 
bran oder separate Herstellung der DMS und anschlieBende 
Montage auf die Stahlmembran. 

[0004] An die Lang/eitstabilitat der Membran und des 25 
DMS werden sehr hohe Anforderungen gestellt, so dass sich 
hierfur nur Verfahren eignen, die eine hohe Genauigkeit und 
Rcproduzierbarkcit garantiercn, wie z. B. Verfahren, die an 
die Halbleiterfertigung angelehnt sind. Da diese Verfahren 
regelmaBig hohe Anforderungen an die Ebenheil und che- 30 
mischphysikalische Beschaffenheit (Rauhigkeit-, Oxid- und 
Verunreinigungsfreiheit, etc.) der zu bearbeitenden Oberfla- 
chen stellen, ist die Anwendung dieser Prozesse auf einzelne 
Stahlmembranen vergleichsweise aufwendig. Insbesondere 
geht cine Schliissclcigenschaft der Halbleiter-Fertigungs- 35 
prozesse, die Moglichkeit der Batch-Fertigung, verloren und 
kann nur kiinstlich durch die Venvendung von Werkstuck- 
U-agem rcalisiert werden. Das macht das Verfahren jcdoch 
wieder aufwendigen 

[0005] Altemativ ist es moglich, die DMS separat herzu- 40 
stellen und dann mit einer geeigneten Verbindungstechnik 
mit der Membran des Sensors zu verbinden. Bei einem sol- 
chen Prozess miissen jedoch diinne DMS-Subsu-ate wahrend 
der Herstellung der DMS-Suiikturen gehandhabt werden. 

45 

Aufgabe und Vorteile der Erfindung 

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, verbes- 
serie Verformungssensoren, insbesondere Hochdrucksenso- 
ren bereitzustellen, bei welchen auf einen Membranab- 50 
schnitt der Verformungssensoren separat hergcstellte DMS 
aufgebracht sind. 

[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der An- 
spriichc 1, 15, 17 und 18 gelost. 

[0008] In den Unteranspriichen sind vorteilhafte und 55 
zweckmaBige Weiterbildungen der Erfindung angegeben. 
[0009] Die Erfindung geht zunachst von einem Verfahren 
zur Herstellung von Verformungssensoren mit einem Deh- 
nungsmessstreifen (DMS) aus, der elekuisch leitende Suuk- 
turen zur Detektion einer Verfonnung aufweist und auf ei- 60 
nem Oberflachenabschnitt des Verformungssensors aufge- 
bracht ist. Der Kern der Erfindung liegt nun darin, dass ein 
Oberflachenbereich eines Halblciterwafers in einer voi^gege* 
benen Dicke porosiziert wild, dass auf der porosizierten 
Schicht zumindest ein Teil der zur Detektion einer Verfor- 65 
mung notwendigen elekuischen DMS-Strukturen fur meh- 
rere DMS aufgebracht und vom Halbleiterwafer an der po- 
rdsizierten Stelle als Sollbnichstelle abgetrennt werden, und 
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dass die abgetrennten DMS-Strukturen mit den Oberfla- 
chenabschnitten der Verfonnungssensoren verbunden wer- 
den. Auf diese Weisc lasscn sich die DMS im Waferverbund 
und damit batchfahig komplett durch Standardhalbleiterpro- 
zesse und auf Standardhalbleiter-Equipmeni gestutzt, her- 
stcllen. Dadurch lasst sich cine dcutlichc Koslenreduktion 
verglichen mit einem Spezialprozess fur die direkte Prozes- 
sierung auf z. B. einer Stahlmembran eines Ilochdrucksen- 
sors er/ielen. Gleichzeitig ist die Prozess- und Material viel- 
falt, die bei Halbleiterprozessen zur Verfugung stehen (z. B. 
thermische Oxidation, pn-Ubergange etc.), komplett nutz- 
bar Die Herstellungsteinpcraturen bei elektrisch leitenden 
SUiikturen, beispielsweise SiUziumwiderstande, liegen nor- 
malerweise uber 1000°C, wodurch eine hohe Langzeitstabi- 
litat damit erzeugter Strukturen erwartet werden kann. Die 
Herstellung der sehr dunnen DMS-Strukturen (die Dicke 
liegt vorzugsweise im Bereich von 1 bis 20 pm) erfolgt 
durch Abspalten der entsprechenden Schicht von der Ober- 
flache des Halblciterwafers an der SoUbruchstelle, die durch 
die bekannte Technik der Herstellung von porosem Silizium 
realisiert wird. Dadurch kann diese Abtrennung bei Raum- 
temperatur unter bestiirunten Randbedingungen unter Ver- 
zicht auf weitere Atzlosungen erfolgen. Bei der Herstellung 
von porosen Halbleilern, insbesondere porosem Silizium, 
wird in der Regel eine elektrochemische Reaktion zwischen 
Russsaure und Silizium genutzt, bei der eine schwammar- 
tige Sti'uktur im Silizium erzeugt wird. Der Siliziumhalbleit- 
ertnigcr, in der Regel ein Siliziumwafcr, muss hierzu gegen- 
uber einem Flusssaureelektroyt anodisch gepolt sein. Durch 
elektrochemisches Atzen des Siliziums (Anodisieren) in 
beispielsweise einem Gemisch aus Flusssaure/Athanol wird 
poroses Silizium durch teilweises Atzen in die Tiefe erzeugt. 
In Abhangigkeit der Prozessparameter lassen sich Poren in 
der GroBenordnung von einigen Nanometem bis einigen 
Mikrometern mit untersehiedlicher Porosizitat herstellen. 
[0010] Durch die erfindungsgemaBe Fertigung von DMS- 
Elementen mittels Halbleiterprozessen eroffnet sich daruber 
hinaus die Moglichkeit cine Hochteuiperdturstabilisierung 
der DMS zur Driftminimierung zu realisieren. AuBerdem 
lassen sich durch die Venvendung bekannter Halbleitertech- 
niken Schichtdicken der DMS vergleichsweise genau ein- 
stellen. Z. B. kann Silizium in einem epitaktischen Dampf- 
phasenprozess im Hinblick auf die Schichtdicke ausrei- 
chcnd genau deponicrt werden. 

[0011] Die porose Halbleitertechnik lasst sich bevorzugt 
bei Halbleiterwafem aus Silizium oder Siliziumkarbid an- 
wenden. 

[0012] Urn das Abtrennen von DMS-S uiakturen vom SiU- 
ziumwafer zu verbessem, wird daruber hinaus voigeschla- 
gen, dass durch eine bekannte Einstellung von Herstellungs- 
paramctem in die porosizierte Schicht eine hoher porosi- 
zierte Schicht eingebettet wird. Diese hoherporosizierte 
Schicht stellt dann die SoUbruchschicht dar. 
[0013] Z. B. kann durch Variation der Stromdichte wah- 
rend des Prozesses eine hochporose SoUbruchschicht in we- 
niger porose und damit stabilere Schichten eingebettet wer- 
den. 

[0014] Um bei nachfolgenden Hochtemperaturschritten 
eine Umordnung der porosizierten Schicht und damit eine 
Schwachung der SoUbruchstelle zu venneiden, kann die po- 
rosizierte Schicht wenigstens teilweise oxidiert bzw. mil ei- 
ner Oxidationsschicht uberzogen werden. Die Tendenz der 
Umordnung der porosizierten Schicht bei nachfolgenden 
Hochtemperaturschritten kann jedoch auch ausgenutzt wer- 
den, um gezielt die PorengroBe der porosizierten Schicht zu 
erhohen, um ein leichtes mechanisches Abtrennen der nach- 
folgenden Schichten zu ermoglichen. Der Aufwand zur 
Trennung der Schichten wird damit reduziert. Die mechani- 
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sche Stabilitat darf jedoch nicht so weit absinken, dass ein 
ungewoiUes Abtrennen der Schichten wahrend des Prozes- 
scs slailfindel. 

[0015J Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform wird nach 
der pordsizierten Schicht monolcristailines oder poiykristal- 5 
lines Halblcitcniiatcrial, vorzugswcisc Siliziuin, dcponicrt. 
Dies stellt die eigentLiche aktive Schicht des DMS dar und 
Hegt in einem Bereich von 1 bis 20 pm, vorzugsweise 1 bis 
10 pin. Wird rnonokrislallines Sili/ium aufgewachsen, so isl. 
eine selektive Entfemung der Reste des porosen Siliziuins lO 
nicht mdgiich und die Schichidickenhomogenitat der DMS- 
Schicht wird durch cincn gegcbcncn falls crfordcrlichcn Po- 
lierschritt begrenzt. Wird jedoch PolysiUzium (z. B. epi- 
poly) auf cine Oxidzwischenschicht deponiert, so konnen 
eventuelle Reste selektiv vom Polysilizium entfemt werden, 15 
womit hochste Schichtdickenhomogenitat erreichbar sind. 
Bei einer Polysiliziumschicht muss jedoch eine geringe 
Empfindlichkeit des Sensors aufgrund des geringeren K- 
Faklors (...) von Polysilizium in Kauf genommen wcrdcn. 
[0016] AnschlieBend konnen in einer derart hergestellten 20 
Schicht Widerstandsbereiche, z. B. mittels lonenimplanta- 
lionen oder Diffusion deflnicrt wcrdcn. Vorzugsweise wer- 
den dazu Dotierstoffe eingesetzt, die komplementar zum ge- 
gebenen Fall vordotierten Substrattyp sind. 
[0017] In einer ebenso bevorzugten Ausfuhrungsform las- 25 
sen sich die Widerstandsbereiche auch durch eine Metallde- 
position auf eine Isolierschicht realisieren. 
[OOtS] Zur Erhohung der elektrischcn Tsolationswirkung 
konnen auch pn-t Jbergange an den Randem und in der Hefe 
der DMS -S tru ktur erzeugt werden . 30 
[0019] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung 
werden die DMS-Strukturen vor dem Abtrennen mit einem 
Halteelement, z, B. einer Glasplatte oder einem Wafer bei- 
spielsweise mit Epoxi-Kleber verbunden. Dieses Halteele- 
ment dient dem Handling der diinncn DMS-Schichl nach cr- 35 
folgtem Abloseschritt vom Wafer. 

[0020] Die abgetrennten DMS-Strukturen konnen mit 
dem Haltclement in Gruppcn von DMS-Strukturen oder cin- 
zelne DMS-Strukturen zerteilt, z. B. zersagt werden. Die 
einzelnen DMS-Strukturen lassen sich beispielsweise in ei- 40 
nein Pick- and Place- Verfahren auf jeweilige Oberflachen- 
abschnitte von Verformungssensoren aufbringen. 
[0021] Altemativ konnen jedoch auch mehrere DMS- 
Struklurcn oder alle DMS-Strukturen mit Halteelement auf 
entsprechend posidonierte Oberflachenabschnitte von Ver- 45 
formungssensoren am Stiick, d. h. noch unzerteilt aufge- 
bracht werden. 

[0022] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung 
wird zum Verbinden von DMS-Strukturen mit Oberflachen- 
abschnitten von Verformungssensoren auf wenigstens eine 50 
zu verbindcnde Oberflache niedrig schmelzendes Glas (Se- 
alglas) aufgebracht und die zusammengefugte Anordnung 
erwarmt. Hierdurch lasst sich eine innige Verbindung aus 
DMS und Oberflache des Verformungssensors, z. B. Mem- 
branoberflache, erreichen. 55 
[0023] Nachdem die Verbindung von DMS und Oberfla- 
che des Verformungssensors erfolgt ist, wird das Haltcle- 
ment von der DMS-Struktur bzw. den DMS-Strukturen ent- 
femt. Bei einer Verbindung von DMS-Struktur und Haltee- 
lement mittels Epoxi kommt z. B. cine Entfemung mit Hilfe 60 
von Salpetersaure in Frage, in welcher der Epoxi-Kleber ge- 
lost wird. 

[0024] Als Verformungssensoren sind Druck, insbeson- 
dere Hochdrucksensoren mit entsprechenden Membranen, 
jedoch auch Kraft- oder Momentensensoren denkbar. 65 
[0025] Die Erfindung bezieht sich nicht nur auf das kom- 
plette Verfahren zur Hersteliung von Verformungssensoren 
mit Dehnungsmessstreifen, sondem auch auf das darin ent- 
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haltene Verfahren zur Hersteliung eines Dehnungsmess- 
streifens mit den oben stehenden Merkmalen und Vorteilen. 

Zeichnungen 

[0026] Die Erfindung soil durch die nachstchendcn Zeich- 
nungen verdeutlicht und unter Angabe weiterer Vorteile und 
Einzelheiten naher erlautert werden. Es zeigen 
[0027] Fig. la bis h jeweils in einem scheinatischen 
Schniltbild den Prozessablauf zur Hersteliung eines Hoch- 
drucksensors mit einem DMS, der auf einem Siliziumwafer 
aufgcbaut und anschlicBcnd davon abgetrennt wurdc, 
[0028] Fig. 2 in einem schematischen Schnittbild die Po- 
sitionierung von fertiggestelUen DMS auf Stahlkorpem von 
Hochdrucksensoren, 

[0029] Fig. 3 ebenfalls in einem schematischen Schnitt- 
bild einen auf einem Stahlkorper eines Hochdrucksensors 
aufgebrachte DMS und 

[0030] Fig. 4 in einer schr vereinfachten Scitcnansicht den 
Verbindungsvorgang von DMS mit entsprechenden Stahl- 
korpem von Hochdrucksensoren. 

Beschreibung der Ausfiihrungsbeispiele 

[0031] Fig. la bis Ih zeigt in jeweils sehr vereinfachten 
Schnittbiidem die Entstehung eines Hochdrucksensors 1, 
bei welchem auf einem Stahlkorper 2 mit endseitiger Mem- 
bran 3 ein Dehnungsmessstreifen (DMS) 4 aufgebracht ist 
(siehe Fig. Ih). 

[0032] In einem ersten Schritt wird mil einem bekannten 
Verfahren zur Hersteliung von porosem Silizium auf z. B. 
einem Standardsiliziumwafer 5 (z. B. 6 Zoll) mit geeigneter 
Dotierung (z. B. < 10 Llcm) in einem vorgegebenen Ober- 
flachenbereich eine porose Siliziumschicht 6 erzeugt (siehe 
Fig. la). 

[0033] Auf die porosizierte Schicht 6 wird z. B. eine 
Schicht 7 aus polykristallinem Silizium in beispielsweise ei- 
nem Epilaxie verfahren aufgebracht. Die Dicke kann z. B. 1 
bis 10 |am bedragen (siehe Fig. lb). 

[0034] In der polykristallinen Siliziumschicht 7 lassen 
sich Widerstande 8, 9 beispielsweise durch lonenimplanta- 
tion erzeugen, und zwar nicht nur wie beispielhaft in Fig. Ic 
dargestellt fur eine DMS-Struktur, sondem fiir eine Vielzahl 
von DMS-Strukturen, die ncbeneinander licgen. 
[0035] Widerstande 9 konnen liber Koniaktlocher 10 in ei- 
ner Passiviemngsschicht 11 mittels einer entsprechend 
strukturierten Metallisierung 12 zur Ausbildung einer ge- 
wunschten DMS-Struktur kontaktiert werden (siehe Fig. 
Id). 

[0036] Die soweit fertiggestellten DMS-Strukturen 16 
werden auf der deponicrten bzw. strukturierten Seite z. B. 
liber einen Epoxi-Kleber 13 mit einem Halteelement 14 ver- 
sehen. In einem darauffolgenden Schritt wird der Silizium- 
wafer 5 an der porosizicrten Siliziumschicht 6 abgetrennt 
und die Trennoberfiache gegebenenfalls nach einer Eineb- 
nungsbehandlung mit Sealglas 15 versehen (siehe Fig, le). 
[0037] AnschlieBend konnen die Vielzahl von DMS- 
Strukturen 16 z. B. mittels siigen vereinzelt werden (siehe 
hierzu Fig. If). Wie in Fig. Ig symbolisch dargestellt, wird 
die mit Halteelement 14 und Sielglasschicht IS versehendc 
DMS-Stmktur 16 als fertiger DMS 4 mit der Membran 3 des 
Hochdrucksensors 1 zusammengefugt und getempert, so 
dass das Siclglas 15 aufschmilzt und sich mit der Membran 
3 verbindet. 

[0038] AbschlieBend kann das Haltelement 14 mit Epoxi- 
Kleber 13 durch geeignete Losungsmittel (z. B. Salpeter- 
saure) entfemt werden, so dass lediglich der Stahlkorper 2 
und die reine DMS 4 verbleiben (siehe hierzu symbolisierte 
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Darstellung von Fig. Ih). 

[0039] Das Verbinden von fertiggestellten Dehnungs- 
mcssslreifcn kann auf vcrschicdcnc Arten crfolgen. Bci- 
spielhaft sind nachstehende zwei Moglichkeiten anhand von 
Fig. 2 und 3 erlautert. 5 
[0040] In Fig. 2 isl vorgcschcn, dass fcrtiggcstclllc Dch- 
nungsmessstreifen 20 gegebenenfalls mil Halteelement an 
einem Werkstucktrager 21 und Stahlkorper 22 iiber einen 
weiieren Werksliicktrager 23 in geeigneter Maga/.inierung 
vorliegen. Wichtig ist die Einhaltung einer hohen Positio- lO 
niergenauigkeit von vorzugsweise besser als 50 jam beim 
Aufbringcn dcr DMS 20 auf die Slahlkorpcr 22. Ein mogli- 
ches Verfahren zur Verbindung von DMS 20 und Stahlkor- 
per 22 kann darin bestehen, dass die Werkstucktrager 21, 23 
uber geeignete Positionierhilfen 24, 25 sich exakt zueinan- 15 
der positionieren lassen (siehe Fig, 2). 
[0041] Wie in Fig. 3 altemativ dargestellt, konnen DMS 
30 auch einzeln auf Stahlkorper 31 aufgebracht werden, wo- 
bei fur cine cxakte Posilionierung Positionierhilfen 32, 33 
vorgesehen werden konnen. 20 
[0042] In Fig. 4 soli das Zusammenfugen von fertigge- 
stellten DMS 40 mil StahLkorpem 41 von Hochdrucksenso- 
ren durch die symbolisch dargestellten Pfeile 42, 43 veran- 
schaulicht werden. Nach dem Aufbringen der DMS 40 auf 
die Stahlkorper 41 wird z. B. in einem Durchlaufofen 44 ein 25 
Aufschmelzen der Lotverbindung und damit eine Verbin- 
dung von Stahlkorper 41 und DMS 40 erreicht. Nach der 
Abkiihlung wird die Verbindung zu cinern Halteelement 45, 
z. B. mittels einer Vorrichtung 46 zur HNOs-Behandlung 
entfemt. Auch dieser Verfahrensschritt kann im Durchlauf 30 
erfolgen, was durch das stilisiert dargestellte FlieBband 47 
mit Rollen 48 verdeuthcht werden soil. AbschlieBend folgt 
vorzugsweise eine elektrische Kontaktierung mittels Draht- 
bondung zu einer Auswerteschaltung der DMS 40. 

35 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung von Vcrfonnungsscnso- 
ren (1) mit einem Dehnungsmessstreifen (DMS) (4, 16, 
20, 30, 40), der elektrische Strukturen (8, 9, 12) zur De- 40 
tektion einer Verformung aufweist und auf einem 
Oberflachenabschnitt (3) des Verformungssensors (1) 
aufgebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Oberflachenbereich (6) eines Halbleiterwafers (5) in ei- 
ner vorgegebenen Dicke porosiziert wird, dass auf der 45 
porosizierten Schicht zumindest ein Teil der zur Detek- 
tion einer Verformung notwendigen elektrischen DMS- 
Strukturen (4, 16, 20, 30, 40) mehrerer DMS (4, 16, 20, 
30, 40) aufgebracht und vom Halbleiter an der porosen 
Schicht (6) als Sollbruchstelle abgetrennt werden, und 50 
dass die abgeUrcnnten DMS-Strukturen (4, 16, 20, 30, 
40) jeweils mit einem Oberflachenabschnitt (3) von 
Verformungssensoren (1) verbunden werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass als Halbleiterwafer (5) ein Silizium- oder Sili- 55 
ziumkarbid wafer verwendet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch I oder 2, dadurch gekcnn- 
zeichnet, dass durch eine bekannte Einstellung von 
Herstellungsparametern in die porosizierte Schicht (6) 
cine hoher porosizierte Schicht eingebettet wird. 60 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass die porosizierte 
Schicht (6) wenigstcns teilweise oxidiertbzw. mit einer 
Oxidhaut uberzogen wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 65 
che, dadurch gekennzeichnet, dass wahrend eines 
Hochtemperaturschritt das porose Halbleitermaterial 
derart umstrukturiert bzw. umgeordnet wird, dass die 
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PorengroBe in einer Weise zunimmt, die ein leichtes 
Abtrennen einer nachfolgenden Lage ermoglicht. 

6. Verfahren nach einem dcr vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach der porosizier- 
ten Schicht (6) monokristallines und/oder polykristalli- 
nes Halblcitcnnaterial (7) dcponiert wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, dass in dem deponierten monokrislallinen und/ 
oder polykristal linen Halbleitennaterial (7) Wider- 
standsbereich (8, 9) definierl werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass nach der poly- und/oder monokristalli- 
nen Schicht eine Metallstruktur (12) aufgebracht wird. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Abtrennen 
der DMS-Strukturen (4, 16, 20, 30, 40) diese auf der 
dem Halbleiterwafer gegenuberliegenden Seite mit ei- 
nem Haltelement (14) verbunden werden. 

10. Verfahren nach einem dcr vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die abgetrenn- 
ten DMS-Strukturen (4, 16, 20, 3040) mit Halteele- 
ment (14) in Gruppen von DMS -Strukturen oder ein- 
zelne DMS-Strukturen zerteilt werden. 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere DMS- 
Strukturen (4, 16, 20, 30, 40) mit Halteelement (14) auf 
entsprechend positionierte Oberflachenabschnitte (3) 
von Korpem (2, 22, 31, 41) von Verformungssensoren 
(1) unzerteilt am Stiick aufgebracht werden. 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils ein- 
zelne DMS-Strukturen (4, 16, 2030, 40) auf Oberfla- 
chenabschnitte (3) von Korpem (2, 22, 31, 41) aufge- 
bracht werden. 

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Verbinden 
von DMS-Strukturen (4, 16, 20, 30, 40) mit Oberfla- 
chenabschnitten (3) von Verfonnungssensorcn (1) auf 
wenigstens eine zu verbindende Oberflache niedrig 
schmelzendes Glas aufgebracht und die zusammenge- 
fiigte Anordnung erwarmt wird, 

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Halteele- 
ment (14) nach deni Verbinden der DMS-Struktur (4, 
16, 20, 30, 40) bzw. Strukturen entfemt wird. 

15. Verfahren zur Herstellung eines Dehnungsmess- 
streifens (4) (DMS), der elektrisch leitende Strukturen 
(8, 9, 12) zur Detektion einer Verformung aufweist, da- 
durch gekennzeichnet, dass ein Oberflachenbereich (6) 
eines Halbleiterwafers (5) in einer vorgegebenen Dicke 
porosiziert wird, und dass auf dcr porosizierten Schicht 
(6) zumindest ein Teil der zur Detektion der Verfor- 
mung notwendigen elektrischen DMS-Strukturen (16) 
aufgebracht und vom Halbleiterwafer (5) an der porosi- 
zierten Schicht (6) als Sollbruchstelle abgetrennt wer- 
den. 

16. Verfahren nach Anspruch 15 mit weitercn Verfah- 
rensschritten gemaB einem der Anspriiche 2 bis 10. 

17. Verformungssensor 1, vorzugsweise Hochdruck- 
sensor, dadurch gekennzeichnet, dass ein DMS (4) mit 
einem Oberflachenabschnitt (3) des Verformungssen- 
sors (1) mittels niedrig schmelzendem Glas verbunden 
ist. 

18. Dehnungsmessstreifen (DMS) (4), der elektrisch 
leitende Strukturen (8, 9, 12) zur Detektion einer Ver- 
formung aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Dehnungsmessstreifen (4) als einzig wesentliches Tra- 
germaterial poly- oder monokristallines Halbleiterma- 
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terial in einer Dicke von 1 bis 20 pm aufweist. 
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